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@ Substrat fur elektrische Schaltkreise sowie Verfahren zum Herstellen des Substrates 

(57) Die Erfindung besteht aus einem neuartigen Substrat fur 
elektrische Schaltkreise, bestehend aus wenigstens einer 
Isolierschicht, die art wenigstens einer Oberflachenseite rnit 
wenigstens einem aus einer Metallisierung durch Maskieren 
und Atzen erzeugten metaltischen Bereich mit grofier 
Schichtdicke, d. h. mit einer Schichtdicke der Grd&enord- 
nung zwischen 0,15-1,0 mm versehen ist. 
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1 UnteransprQche. . . „ den an hand der Figuren * 

Beschreibung Die Erfindung wird '^g^Xe^Es zeigen: 

c ,t ff.r elek- an Ausfiihrungsbeispielen naher_ ^gw^ und im 

Nachteilig ist hierbe^ ^"J^Dta,. metalU- einer gwjWW /JgJ*, DBC-Verf ahrens an der 

pragt bei Substrain, bei denen die £ e ™ 1 * icke ^eser tragen wird, Dieser na ch dem Atten 

££K^ ^CnS. Subset* eincmweiteren 

ZurL5sungdieser Aufgabeistema ches 40 ?me Nachbehandlung^. ^ IntenS itat (z-B. 

aSetsenden metallischen Berei*^d e rUMterwn ^ rgang ^a^attra) wml ^as P kQnkaven 
nenT Kontaktflachen, Ab^bereu^e^w^ reiche 2- bevorzugt ™<* ™£™° spit z zulaufenden 

Na^hbehandlung ein M^nalabtrag m ^ eise Begrenzungsnachen 5 ^^ er % erc iche * abge- 

der GrSBenordnung ^chenZ ™ d *™ £ es er _ terbrochenen l^ieangege la(rf diese r Se.ten- 

est !M 1 =SSS£ass= rrSSfe-^sa?"^ 
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Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform betragt der 
Abtrag d etwa 0,05— 1,0 mm, vorzugsweise etwa 
0,1 —03 mm, und zwar bei einer Dicke d der Bereiche 2' 
von 0,15— 1,0 mm, vorzugsweise 0,2—0,3 mm. 

Weiterhin ist diese Nachbehandlung bzw. dieses Na- 
chatzen bevorzugt so gestaltet, daB die Seitenflache 7 
am Obergang zu der oben liegenden Flache des jeweili- 
gen Bereiches eine konvexe Krumrnung aufweist, und 
zwar beispielsweise mit einem Krummungsradius gro- 
fier als 0,01 mm, vorzugsweise aber kleiner als die Dicke 
der Metallisierung. 

Durch den beschriebenen schragen Verlauf der Sei- 
tenflache 7 werden an den Seitenflachen der Bereiche 2' 
bzw. der Leiterbahnen und/oder Kontaktflachen Berei- 
che vermieden, die bei nachfolgenden Verfahrensschrit- 
ten, d. h. bei einer Weiterverarbeitung des Substrates 
nicht oder nur schwer zuganglich sind, beispielsweise 
nur schwer mit Abdecklackcn, z. B. Lotstoplacken be- 
schichtet werden konnen usw. 

Wahrend die vorstehend beschriebene Nachbehand- 
lung mittels Atzen wegen eines besonders geringen ver- 
fahrenstechnischen Aufwandes sowie auch wegen der 
erzielten Ergebnisse, insbesondere auch hinsichtlich der 
Oberflachenstruktur der Bereiche 2' auBerst vorteilhaft 
ist und auch eine exakte Steuerung und Kontrolle der 
Verfahrensparameter und damit des erzielten Ergebnis- 
ses ermoglicht, sind grundsatzlich auch andere Verfah- 
ren zur Nachbehandlung moglich, so beispielsweise ein 
Biirsten und/oder Sand- oder Glasperlenstrahlen der 
die Bereiche 2' aufweisenden Seite oder Seiten des Sub- 
strates 1 nach dem Atzen der Ausnehmung 4, wobei sich 
dann an diese Nachbehandlung vorzugsweise ein weite- 
rer Verfahrensschritt, beispielsweise Atzen zur Erzie- 
lung einer glatten Oberflachenstruktur anschlieBt 

Grundsatzlich besteht auch die Moglichkeit, die 
Nachbehandlung bzw. Abtragung durch elektrolytische 
Abtragung des Kupfers der Kupferschicht 2 vorzuneh- 
men. 

Durch die Vermeidung der scharfen Randlinien 6 
wird auch die Spannungsfestigkeit erhoht, d. h. es wer- 
den scharf e Rander, an denen erste Entladungen auftre- 
ten konnten, vermieden. 

Vorstehend wurde davon ausgegangen, daB es sich 
bei dem Substrat 1 um ein Keranuk-Substrat, beispiels- 
weise eine Aluminiumoxid- oder Aluminiumnitrid-Ke- 
ramik handeit Das Substrat 1 kann aber auch ein Kunst- 
stoff, beispielsweise ein faserverstarktes Epoxy-Harz 
sein. 

Bei der Kupferschicht 2, die auf wenigstens einer 
Oberflachenseite des Substrates 1 vorgesehen ist, han- 
deit es sich um eine dicke Kupferschicht, d h. um eine 
Kupferschicht bei der die Dicke d groBer als 0,15 mm ist. 

Die Erfindung wurde voranstehend an Ausfiihrungs- 
beispielen beschrieben. Es versteht sich, daB Anderun- 
gen sowie Abwandlungen moglich sind. ohne daB da- 
durch der der Erfindung zugrundeliegende Erfindungs- 
gedanke verlassen wird 



a Abtrag 

d Dicke der Kupfer-Bereiche 
F FuBpunkt 
H Hohenlinie. 



Bezugszeichenliste 

1 Substrat 

2 Kupferschicht 
2' Bereiche 

3 Maskierung 

4 Ausnehmung 

5 seitliche Begrenzungsflache 

6 Randbereich 

7 Seitenflache 



Patentanspriiche 

1. Substrat fur elektrische Schaitkreise, bestehend 
aus wenigstens einer Isolierschicht (1), die an we- 

10 nigstens einer Oberflachenseite mit wenigstens ei- 
nem aus einer Metallisierung (2) durch Maskieren 
und Atzen erzeugten rnetallischen Bereich (2') mit 
groBer Schichtdicke, d. h. mit einer Schichtdicke 
der GroBenordnung zwischen 0,15— 1,0 mm verse- 

is hen ist, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens 
eine Seitenflache (7) des rnetallischen Bereichs (2 ; ) 
durch Materialabtrag nach dem Atzen derart abge- 
schragt ist, daB sich in Richtung parallel zur Ober- 
flache der Isolierschicht (1) und quer zur Seitenfla- 

20 che (7) zwischen einer FuBlinie (F) und einer ge- 
dachten Hohenlinie (H), deren Abstand von der 
Isolierschicht (1) etwa 70% der Hone bzw. Dicke 
(d) des rnetallischen Bereichs (2') entspricht, an der 
Seitenflache (7) ein Versatz (a) ergibt, der etwa 

25 0,05 — 1 ,0 mm betragt 

2. Substrat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Dicke (d) des wenigstens einen rnetalli- 
schen Bereichs (2') in der GroBenordnung zwischen 
0,2— 0,3 mmliegt 

30 3. Substrat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Versatz (a) etwa 0,1 und 
0,3 mm betragt 

4. Substrat nach einem der Anspriiche 1—3, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Krummungsradius 

35 der Seitenflache (7) am Obergang zur Oberseite 
des rnetallischen Bereichs (2') groBer als 0,01 mm 
und vorzugsweise kleiner als die Dicke der Metalli- 
sierung ist 

5. Substrat nach einem der Anspriiche 1—4, da- 
40 durch gekennzeichnet, daB der Materialabtrag 

durch Nachatzen erfolgt ist 

6. Substrat nach einem der Anspriiche 1 —5, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Materialabtrag 
durch Biirsten und/oder Sandstrahlen und/oder 

45 Glasperlenstrahlen und/oder durch elektrolytische 
Abtragung erfolgt ist 

7. Substrat nach einem der Anspruche 1—6, da- 
durch gekennzeichnet daB die Isolierschicht (1) ei- 
ne Keramikschicht ist 

so 8. Substrat nach einem der Anspruche 1—6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Isolierschicht (1) ei- 
ne Schicht aus einem Kunststoffmaterial, beispiels- 
weise aus einem faserverstaxkten Kunststoffmate- 
rial bevorzugt aus Epoxy-Harz ist 

55 9. Verfahren zum Hersteilen eines Substrates fur 
elektrische Schaltkreise, bei dem (Verfahren) an 
wenigstens einer Oberflachenseite einer Isolier- 
schicht (1) aus einer dortigen Metallisierung (2) 
durch Aufbringung einer Maskierung (3) und durch 

so anschlieBendes Atzen wenigstens ein metallischer 
Bereich (2') mit einer vorgegebenen Struktur und 
mit einer Dicke in der GroBenordnung zwischen 
0,15 und 1,0 mm erzeugt wird, und bei dem dann 
anschlieBend die Maskierung entfernt wird, da- 

6 5 durch gekennzeichnet, daB nach dem Entfemen der 
Maskierung (3) eine Nachbehandlung des Substra- 
tes durch einen weiteren Atzvorgang erfolgt, und 
zwar derart daB bei dieser Nachbehandlung etwa 
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2—20% der Dicke des wenigstens einen metalli- 
schen Bereichs (2') abgetragen wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB bei der Nachbehandlung etwa 5% der 
Dicke des metallischen Bereichs (2') abgetragen 5 
wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, gekenn- 
zeichnet durch die Verwendung einer an wenig- 
stens einer Oberflachenseite mit einer Schicht (2) 
aus Kupfer oder einer Kupferlegierung versehenen 10 
Isolierschicht 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 9—11, 
gekennzeichnet durch die Verwendung einer mit 
einer Metaliisierung versehenen Keramikschicht 
(1). 15 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 9—11, 
gekennzeichnet durch die Verwendung einer mit 
der Metaliisierung versehenen Schicht aus Kunst- 
stoff, vorzugsweise aus faserverstarktem Kunst- 
stoff, beispielsweise faserverstarktem Epoxy-Harz. 20 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



4406397 A 1J_> 



2EICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DE 44 06 397 A1 
H05K 1/02 

31. August 1995 




508 035/240 



BNSDOCID: <DE 4406397A1 _!_> 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int. CI. 6 : 

OffenLegungstag: 



DE 44 06 397 Al 
H05K 1/02 

31. August 1995 



j 1 

'r 




